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【はじめに】 我々は、Mg2Si 基板を用いた赤外線センサの開発を進めている[1-4]。これまでに

OCVD 法を用いて pn 接合 Mg2Si ダイオードの少数キャリアライフタイムを評価しており[1]、

前回、表面に Au/Ag 及び Ag のみを真空蒸着させ熱拡散で pn 接合を作製した場合、後者の方

がライフタイムが長い結果が得られたことを報告した[5]。しかし Au/Ag を蒸着させたダイオ

ードにもライフタイムが長いものが一部存在することから、他にもライフタイムを制限して

いる要因があると考えられる。そこで今回、基板結晶のキャリア濃度に着目し、ライフタイ

ムとの関係を調査するため、キャリア濃度の異なる結晶からダイオードを作製し OCVD 測定

を行った。 

【実験方法】キャリア濃度の異なる n 型 Mg2Si 結晶を鏡面研磨し基板を準備した。基板上にメタ

ルマスクを用いて Ag または Au/Ag を真空蒸着し、450℃で 10 分間の熱拡散を行い、円板状電

極を有する p+n 接合を作製した。その後 300K で OCVD 測定を行い、電圧減衰波形を観測し、

その減衰の傾きより少数キャリアライフタイムを評価した。 

【結果と考察】

Fig.1 は、各種電子濃度の Mg2Si 基板上に作製

した p+n 接合ダイオードの OCVD 測定によっ

て得られた少数キャリアライフタイム(τp)と、

基板の電子濃度との関係を示している。丸印は

Au/Ag、ダイヤは Ag のみを拡散したダイオー

ドの測定データである。メサエッチング前

(wo/M)と後(w/M)でライフタイムの増加が見

られ、Ag のみを拡散した試料は長いライフタ

イムになっている。また、キャリア濃度でも変

化する傾向が見られる。今後さらに追加測定を

行い、ライフタイムに影響を与える因子を探っ

ていく。 

 

Fig.1 Lifetime measured on p+n-Mg2Si by OCVD 

at 300K. 
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